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采用 ＲＦＣＭＯＳＴ型衰减器的 ＴＨＵＷＢ通信调制器
段吉海１，２　 王志功１，３　 李智群１，３

（１东南大学集成电路学院，南京 ２１００９６）
（２桂林电子科技大学信息与通信学院，桂林 ５４１００４）
（３东南大学射频与光电集成电路研究所，南京 ２１００９６）

摘要：对Ｔ型衰减器的插入损耗和衰减性能进行了理论分析，在此基础上设计了一个用于跳时超宽带（ＴＨ
ＵＷＢ）通信的载波频率为４ＧＨｚ的通断键控（ＯＯＫ）调制器．该调制器的核心是一个 Ｔ型 ＲＦＣＭＯＳ衰减器，
其电路拓扑结构包括３个主要部分：振荡频率为４ＧＨｚ的振荡器、由射频ＣＭＯＳ晶体管构成的Ｔ型衰减器和带
有Ｌ型结构的输出阻抗匹配网络．该调制器由一个脉位调制（ＰＰＭ）信号控制，使已调信号的包络随控制信号
的幅度而变化，以实现调制功能．除此之外，输出匹配网络将调制器的输出阻抗匹配到５０Ω负载．调制器采用
０１８μｍ射频ＣＭＯＳ工艺进行设计并仿真，其芯片经过测试，在１８Ｖ电源和５０Ω负载下有６５ｍＶ的输出幅
度，输出端回波损耗（Ｓ１１）小于－１０ｄＢ，功耗为１２３ｍＷ，芯片尺寸为０７ｍｍ×０８ｍｍ．
关键词：衰减器；插入损耗；通断键控（ＯＯＫ）；射频ＣＭＯＳ
中图分类号：ＴＮ４０２
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